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Vorrichtuna zum Bfihandein von Substraten 

Die vorllegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandein 
von Substraten, mit wenlgstens einem in einer Gasatmosphare angeordneten, 
ein Behandlungsfluid enthaltenden-ProzeRbehalter. der^vyenigstens zwei un- 
terhalb-.einer-.Behandlungsfluidoberflache liegende Offnungen zum linearen 
Durchfuhremder. Substrate aufweist. 

Eine derartige Vorrichtung, die beispielsweise aus der EP-A-0 817 246 be- 
kannt ist, ist ein statisches System, bei dem das Behandlungsfluid in dem 
ProzeBbehalter steht. ohne sich zu bewegen. Dies fOhrt dazu, daS der in dem 
Beheilter auftretende Prozefi durch Verunreinigung des Behandlungsfluids 
insbesondere im Bereich der linearen Durchfuhrung der Substrate beeintrach- 
tigt wird. Eine gute und homogene' Behandlung der Substrate ist somit nicht 
mdglich. 

Ausgehend^^ von dem oben^genannteris^Stand der^Techriik liegt der vorliegen- 
den Erfindung^daher-die»Aufgabe zugruhde, eine Vorrichtung der Eingangs 
genannten-Art vorzusehen. die auf einfache und kostengQnstige Weise eine 
homogenere und verbesserte Behandlung von Substraten ermaglicht. 

ErfindungsgemSR wird die Aufgabe bei' einer Vorrichtung zum Behandein von 
Substraten. mit wenigstens einem in einer GasatmosphSre angeordneten, ein 
Behandlungsfluid enthaltenden ProzeSbehalter, der wenigstens zwei unter- 
halb einer Behandlungsfluidoberflache iiegende Offnungen zum linearen 
Durchfuhren der Substrate aufweist, durch einen Oberlauf fur das Behand- 
lungsfluid gelost. Durch den Oberlauf fur das Behandlungsfluid wird ein stan- 
diges Hindurehleiten von Behandlungsfluid. durch den ProzeSbehaiter ermog- 
licht: Hierdurch werden.erhohte Verunreinigungskonzentrationen in bestimm- 
ten Bereichen des ProzeRbehaiters, insbesondere Im linearen DurchfQhrbe- 
reich der Substrate verhindert bzw. Konzentrationsanderungen der Reini- 
gungsmedien (Verbrauch wahrend der Reinigung) wieder ausgeglichen. Hier- 
durch wird eine verbesserte und homogenere Behandlung der Substrate ge- 



wahrlelstet. Ferner wird durch einen Oberlauf auf einfache und kostengQnstige 
Weise ein im wesentlichem gleichmaSiges Behandlungsfluidnlveau wShrend 
der Behandlung und somit ein gleichmaSiger Druck des Behandlungsfluids an 
den Offnungen sichergestellt. Trotz einer Stromung des Behandlungsfluids 
kann durch den gleichmaSigen Druck auf einfache Weise verhindert werden. 
daO^ das Behandlungsfluld aus dem Prozet^behalter flledt. 

Bei einer besonders bevorzugten AusfGhrungsform der Erfindung ist der 
Oberlauf hohenverstellbar. urn das Behandlungsfluidnlveau innerhalb des 
ProzeSbehalters zu verandern. Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn inner- 
halb des ProzeSbehalters Behandlungen mit verschiedenen Behandlungs- 
fluids durchgefuhrt werden, welche unterschiedliche Dichten aufwelsen, und 
sich - be! gleichem Fluldniveau - an den unter der BehandlungsfluldoberflSche 
llegenden Offnungen unterschiedliche DruckverhSltnisse ergeben wQrden. 
Diese kSnnen Qber den hehenverstellbaren Oberlauf eingestellt werden. urn 
ein Herausfliel^en des Behandlungsfluids durch die Offnungen zu verhindern. 

Vorzugsweise ist ein geschlossener Oberlaufbehalter vorgesehen, urn das 
Aniegen eines Vakuums in einem oberhalb der Behandlungsfluidoberflache 
gebildeten Luftraum zu ermoglichen. Ober das Vakuum kann ein Unterdruck 
an den unterhalb der Behandlungsfluidoberflache llegenden Offnungen er- 
zeugt werden. urn ein HerausflieSen des Behandlungsfluids zu verhindern. 
Insbesondere in Kombination mit der hohenverstellbaren Oberlaufkante ISGt 
sich eine einfache Steuerung der DruckverhSltnissen an den Offnungen errei- 
chen. In dem oberhalb des Behandlungsfluids befindlichen Luftraum wird vor- 
zugsweise ein gleichmaGiges Vakuum vorgesehen. Die sich beispielsweise 
durch unterschiedliche Behandlungsfluids (aufgruhd unterschiedlicher Dich- 
ten) ergebenden DruckverSnderungen an den Offnungen werden vorzugswei- 
se durch die hohenverstellbare Oberlaufkante reguliert. Um ein gutes und 
gleichmaRiges Vakuum zu ermoglichen, sind dabei der ProzeSbehalter und 
der Oberlaufbehalter abgeschlossen. 
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Fur eine glelchmafiige und homogene Strbmung Innerhalb des ProzeSbehai- 
ters ist das Behandlungsfluid vorzugsweise Qber eine im wesentlichen hori- 
zontal angeordnete Diffusorplatte in den ProzeBbeharter einieitbar. Bei einer 
weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist unterhalb wenigstens einer der 
Offnungen*'ieiriii*^iliffangrinne.f'am*»^AuRenumfang';*^ ange- 
bracht, umizutverhindern, da(i<gegebenenfalls ausrdenv ProzeSbehalter aus- 
tretendes^'Behandlungsfluid die Ujpgebung-*des RnoziBSbehalters verunreinigt. 

Bel einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist wenigstens eine Ul- 
traschalleinrichtung innerhalb des ProzeBbehaiters vorgesehen, urn durch die 
Beschallung der Substrate deren Behandlung, und zwar insbesondere Reini- 
gungsvorgSnge zu fSrdern. Dabei erstreckt sich die Ultraschalleinrichtung vor- 
zugsweise Qber die gesannte Breite des Prozefibeaiters. und zwar senkrecht 
zur Bewegungsri'Ghtung der Substrate -sowie schwehkba.r urn eine gleichma- 
Sige Beschallungider^Substrate-Qber deren..gesamte:^^©berfiache hinweg vor- 
zusehen. Umkeine.gleichniaCiigei.und'ihonipgene^S.tn^ 

fluids innerhalb des ProzeSbehalters zu ermpgllchen-*weist die. Ultraschallein- 
richtung vorzugsweise^ifeine*^str©rnungsdyhanrjlsche^Porni^ aufr d.h.^ sie in 
Stromungsrtchtung? einen geringen'^^Stromungswiderstand aufwelst. FQr eine 
gute und gleichmafiige Behandlung beider Oberflachen des Substrats ist es 
vorzugsweise zwischen wenigstens zwei Ultraschalleinrichtungen hindurch 
bewegbar. 

Bei einer weiteren AusfOhrungsform der Erfindung ist eine Ausgangsoffnung 
des ProzeSbehalters umgebende Trocknungskammer mit einer Einrichtung 
zum Einleiten eines die OberfiSchenspannung des Behandlungsfluids verrin- 
gerndeh Fluids vorgesehen. Dufch das Vorsehen der Trocknungskammer an 
der Ausgangsoffnung konnen die zuvor behandelten Substrate direkt bei der 
Entnahme aus dem Prozefibehalter mittels des Marangonieffekts getrocknet 
werden. Die Kammer bildet vorzugsweise ein Im wesentlichen geschlossenes 
System, wodurch eine gleichmaliige N2/IPA Atmosphare am Waferaustritt ge- 
wahrleistet wird. 



Gemaa einer weiteren. bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung sind 
mehrere hintereinander angeordnete ProzeSbehSlter vorgesehen. Diese er- 
mdglichen. dafl die Substrate ohne eine notwendige Ver§nderung ihrer Aus- 
richtung mehrere. gegebenenfalls unterschiedliche ProzeSschritte durchlau- 
5 fen. Dabei beinhalten die ProzeSbehalter vorzugswelse unterschiedliche Be- 
handlungsfluids, urn unterschiedlichen ProzeGschritte vorzusehen. Zwischen 
den ProzeSbehaltern ist vorzugsweise eine Befeuchtungseinrlchtung vorge- 
sehen, um zu verhindern, 6aQ> die Substrate zwischen den aufeinander fol- 
genden Prozefischritten antrocken. was nachfolgende ProzeBschritte beein- 

10 trachtigen konnten. Vorzugsweise ist die Befeuchtungseinrichtung derart aus- 
gestaltet. daU die Substrate grob gespQIt werden, wodurch verhindert wird. 

m daS Behandlungsfluid von einem ProzeBbehaiter zum nMchsten gelangt. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele 
15 unter Bezugnahme auf die Figuren, naher eriautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Schnittansicht einer erfindungsgemSfien Be- 

handlungsvorrichtung; 
Figur 2 eine vergroSerte Detailansicht einer Auffangrinne mit TropfenfSn- 
:o ger der Behandlungsvorrichtung. 

Figur 1 zeigt eine Behandlungsvorrichtung 1 fur einen Halbieiterwafer 3. mit 
m einer Befeuchtungseinrichtung 4, einer Wafer-Transporteinheit 6. einem Pro- 
^ zeSbehaiter 8 und einer Wafertransporteinheit 10. Wahrend einer Behandlung 
5 des Substrats 3 wird es gemaS der Figur von links durch die Wafertranspor- 
teinheit 6 an der Befeuchtungseinrichtung 4 vorbeibewegt und anschlieSend 
in den ProzeGbehalter 8 eingefuhrt, und teilweise durch dieseh hindurch ge- 
schoben. Auf der anderen Seite wird der Wafer 3 durch die Wafertransport- 
einheit 10 aufgenommen und aus dem ProzeSbehalter 8 herausgezogen. Ein- 
0 zelheiten der Transportvorrichtung sind in der auf die selbe Anmelderin zu- 
ruckgehenden, und am selben Tag eingereichten Patentanmeldung mit dem 
Titel "Verfahren und Vorrichtung zum Transportieren eines HalbleitenA^afers 



durch einen Behandlungsbehalter" beschrieben. die insofern zum Gegenstand 
der vorliegenden Erfmdung gemacht wird. urn Wiederholungen zu vermeiden. 



Die Befeuchtungseinrichtung 4*-besitzt»eine.-,Vielzahkvon^DQsen 11. uber die 
5 Bin Fluids wiejibei?pielswelse;:.©l*VVassen auf^wenigstens^^^ des 

Wafers 3 gesprQh^wird. um-sie zu befeuchten. oder^falls sie schon feucht ist. 

feucht zu»halten. ©bwohl>dies-in4der-Figur nicht dargestellt istrkSnnen die Du- 

sen 11 entgegen der Bewegungsrichtung des Wafers 3 gerichtet sein, urn eine 

SpQIung. wenigstens einer Oberflache des Wafers 3 zu erreichen. Neben der 
10 dargestellten Befeuchtungseinrichtung 4, unter der der Wafer 3 hindurchbe- 

wegt wird. ist es auch moglich, eine zweite, der Befeuchtungseinrichtung 4 
^ gegenuberliegende Befeuchtungseinrichtung vorzusehen. so dafi der Wafer 3 
W durch beide Befeuchtungseinrichtungen hindurch bewegt wird. und somit von 

beiden Seitenabefeuchtet ^wird. 

15 

Der Prozejibehaitei? 8«wird^dupfehieiiiienri«imr:w,esentliche^^ Be- 
haiterk6rper*14'*g%bildet..der^einrEinfQhr6ffnujng4l5 16 
sowie eine QberlaiSfSffnurig 17 aiJfweistrDie.EinfQhfSffnung 15 und die Aus- 
fQhrOffnung 16 sind.auf einer Ebene«an .sich .gegeriOberliegenden Seitenwan- 
20 den des Behaiterkorpers 14 ausgebildet. Weitere, nicht die Offnungen 15, 16 
aufweisende Seitenwande des Behalterkorpers 14 welsen Fuhrungsschienen 
18 zur Fuhrung der Wafer 3 innerhalb des ProzeSbehalters 8 auf. 

^ Die Offnungen 15. 16 llegen unterhalb der Oberlaufoffnung 17 und liegen so- 
5 mit unterhalb einer Behandlungsfluidoberflache eines in dem ProzeSbehaiter 
8 befindlichen Behandlungsfluids 20. Die Offnungen 15. 16 kOnnen besonders 
ausgeformt sein. wie beisplelsweise in der EP-A-0 817 246 beschrieben ist. 
um=.ein AusflieSen des in denn Prozeftbehalter 8 befindlichen Behandlungs- 
fluids 20 zu unterbinden. Die EP-A-O 817 246- wird insofern zum^Gegenstand 
0 der vorliegenden Erfindung gemacht, urn Wiederholungen zu vermeiden. 

Im Bereich des Bodens des ProzeUbehalters 8 ist eine sich im wesentlichen 
horizontal erstreckende Diffusorplatte 22 vorgesehen. uber die von unten das 
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Behandlungsfluid 20 in dem ProzefibehSlter 8 eingeleitet wird. Durch die Dif- 
fusorplatte 22 wird eine gleichmadlge, nach oben gerichtete Strdmung des 
Behandlungsfluids 20 Innerlialb des Prozefibehalters 8 erzeugt Innerhalb des 
ProzeGbehalters sind zwei, sich uber die gesamte Breite (gemaS der FIgur 
senkrecht zur Zeichnungsebene) erstreckende Ultraschall- bzw. Megasonic- 
einrichtungen 24, 26 vorgesehen. Die Ultraschalleinhchtungen 24, 26 weisen 
zueinander und sind hohenmadig unterhalb bzw. oberhalb der Offnungen 16. 
16 angeordnet. so daB die Wafer 3 be! ihrer Bewegung durch den ProzeSbe- 
hdlter durch die Ultraschalleinrichtungen 24, 26 hindurch bewegt werden. Die 
voneinander wegweisenden Seiten der Ultraschalleinrichtungen 24. 26 sind 
jeweils abgeschragt. urn die von unten nach oben in dem ProzeUbehaiter 8 
gerichtete Fluidstromung so wenig wie m5gllch zu beelntrachtigen. 

Im Bereich der Eingangsoffnung 15 ist am AuRenumfang des Behalterkorpers 
14 eine Auffangrinne 30 unterhalb der Offnung 15 vorgesehen, urn gegebe- 
nenfalls uber die Offnung 15 ausstromendes Behandlungsfluid aufzufangen. 
und auf geeignete, nicht naher dargestellte Weise abzuleiten. 

Die Ausfuhroffnung 16 ist von einer Trocknungskammer 32 umgeben, die am 
AUSenumfang des BehSIterkOrpers 14 angebracht ist und eine integrierte 
Auffangrinne aufweist. Die Trocknungskammer 32 weist eine Offnung 33 auf. 
durch die der Wafer 3 hindurch bewegt werden kann. Innerhalb der 
Trocknungskammer 33 sind DGsen 34. 35 vorgesehen, uber die ein die Ober- 
fldchenspannung des Behandlungsfluids reduzierendes Fluid in den Bereich 
der AusfQhrdffnung 16 geleitet werden kann. Als OberflSchenspannung redu- 
zierendes Fluid ist beispielsweise IPA, ein helloes Gas, wie beispielsweise 
heiHes N2 usw. geeignet. Das die Oberflachenspannung des Behandlungs- 
fluids reduzlerende Fluid wird uber die Dusen 34, 35 gezielt auf einen zwi- 
schen dem Behandlungsfluid 20 und dem Wafer 3 gebildeten Meniskus ge- 
richtet, um dort eine gute Trocknung gemali dem Marangonieprinzip zu errei- 
chen. Alternativ konnte der Meniskus auch auf andere Art. wie beispielsweise 
mit einem Laser erhitzt werden, um in diesem Bereich eine Verringerung der 
Oberflachenspannung zu erreichen. FIgur 2 zeigt eine vergrGBerte Detailan- 



10 



20 



Sicht der Trocknungskammer 32. wobei die Diisen 34, 35 zur Verelnfachung 
der Darstellung weggelassen wurden. Wie In Figur 2 zu erkennen ist, ist in 
einer unteren Halfte der Trocknungskammer 32 ein nadelfSrmiges Element 36 
vorgesehen. welches als Tropfenfanger dient. Am hinteren-Waferrand ist der 
Trocknungsvorgajg-mittelsfdes«IVIaiiajiig0nieffekts-beim- Austritt,aus der Kam- 
mer kritisch undoes -kannidazu komraen. daB feste EIQssigkeit an dem Wafer 
anhaftet. und«einen Xnopfen bildet. Dieser Tropfen wird jedoch durch den 
Tropfenfanger 37. der mit einem gerlngen Abstand wie beispielsweise < 1 Mil- 
limeter zu dem Wafer und an dessen Wafermitte positioniert ist abgeieitet. 



In der oberen Wand des Behaiterkorpers 14 ist eine nicht nSher dargestellte 
Offnung vorgesehen. die mit einer Vakuumvorrichtung 37 in Verbindung steht, 
so daB in einem oberhalb des Behandlungsfluid 20 gebildeten Luftraum 40 ein 
Unterdruck angelegt-wePden4kann..iumv*ein^hlerausflieSen;des Behandlungs- 
15 fluids aus dem'^RrozeSbehaiteilSizu.verhinderngEs.kQnnen auch andere Mittel 
an bzw. in»dem5RrozfeBbBhaite1J:8»v^gesehen#seint.umieih>-felerausflieBen des 
BehandlungSfluids2zu«venhindgrn!»«wieasieib'ei-spiels«/elSe-'in der EP-A-0 817 
246 beschi-ifeben sindv die-^inSBfem zQm G.egenstand der vorliegenden Anmel- 
dung gemacht wird.. UmsWiedeVholungen zu-vermeiden. 



Die Oberlaufeffnung 17 Ist von einem im wesentlichen geschlossenen Ober- 
laufbehalter 42 umgeben. der in abgedichteter Weise an dem AuBenumfang 
des Behaiterkerpers 14 befestigt ist. Innerhalb des Oherlaufbehaiters 42 bzw. 
an einer AuBenwand des ProzeBbehaiterkOrpers 14 ist ein Schieber44 vorge- 
25 sehen, der eine Oberlaufkante 45 definiert. Der Schieber 44 ist uber eine nicht 
naher dargestellte Vorrichtung vertikai verschiebbar. um eine H6heneinstel- 
lung der Oberlaufkante 45. und somit das Niveau des Behandlungsfluids 20 in 
dem ProzeBbehaiter 8 einzustellen. Dabei wird der Einstellberelch durch die 
Ober- und.Unterkanten der. Oberlaufaffnung 17-beschrankt. 

30 

Obwohl in der Figur nur ein ProzeBbehaiter 8 dargestellt ist. ist es mSglich 
mehrere ProzeBbehaiter hintereinander anzuordnen. so daS ein Wafer 3 auf 
selnem linearen Bewegungspfad durch mehrere ProzeBbehaiter hindurchlau- 
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fen kann. Die jeweiligen ProzeSbehaiter konnen mit unterschiedlichen Be- 
handlungsfluids gefQIlt sein. urn unterschiedliche Behandlungsschritte, wie 
2.B. Atzen, Neutralisieren und Reinigen, sowie Trocknen durchzufuhren. Vor- 
zugsweise ist zwischen jewells aufeinanderfolgenden ProzeGbehaltern 8 eine 
5 Befeuchtungseinrichtung 4 vorgesehen, urn ein Antrocknen von Behandlungs- 
fluids zwischen aufeinanderfolgenden ProzeRschritten zu verhindern. Ferner 
kann durch die Befeuchtung der Substrate eine grebe Vorreinigung derselben 
erreicht werden, so dall eine Verschleppung der Behandlungsfluids von einem 
ProzeSbehaiter zum nachsten vermindert wird. Da die unterschiedlichen Be- 
0 handlungsfluids in der Regel unterschiedliche Dichten aufweisen. wird das 
Niveau des Behandlungsfluids Qber den Schieber 44 jeweiis so eingestellt, 
dafi der Druck des Behandlungsfluids an den jeweiligen Ein- und Ausfuhroff- 
nungen 15, 16 nicht dazu fuhrt, daS das Behandlungsfluid aus dem ProzeR- 
behalter herausflieSt. Ferner wird uber die Vakuumvorrichtung 37 ein Unter- 
druck in dem uber dem Behandlungsfluid befindlichen Luftraum erzeugt. um 
den an den Offnungen 15, 16 anstehenden Behandlungsfiuiddruck welter zu 
reduzleren. Dabei sind vorzugsweise alle hintereinander geschalteten Pro- 
zeSbehalter 8 mit einer einzelnen Vakuumvorrichtung verbunden, welche In 
den jeweiligen ProzeGbehaltern einen jeweiis gleichm§Gigen Unterdruck er- 
zeugt Oder bei gleicher Schieberhohe unterschiedliche UnterdrQcke. Durch 
unterschiedliche Dichten der Behandlungsfluids entstehende DruckverSnde- 
rungen an den Offnungen 15. 16 werden Qber den Schieber 44. und somit das 
Niveau des Behandlungsfluids 20 in den ProzeSbehSltern ausgeglichen, so 
daB kein Behandlungsfluid Qber die Offnungen 15, 16 aus den ProzeHbehal- 
tern 8 austritt. 

Bei der Behandlung der Wafer 3 wird zunachst uber die DIffusorplatte 22 Be- 
handlungsfluid 20 in den ProzeSbehalter 8 eingeleitet bis dieses uber die 
Oberlaufkante 45 des Schiebers 44 in den Oberlaufbehalter 42 fliefit. Ober die 
DIffusorplatte 22 wird standig Behandlungsfluid in den ProzeGbehalter 8 ein- 
geleitet, so daR eine homogene nach oben gerichtete StrGmung Innerhalb des 
Prozeabehalters entsteht. AnschlieBend wird Qber die Einfuhroffnung 15 ein 
Wafer 3 in den ProzeSbehaiter 8 hinein und teilweise dort hindurch gescho- 
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ben. Dabei werden die Vorder- und Ruckseiten des Wafers 3 mittels der Ultra- 
schalleinrichtungen 24, 26 beschallt, Innerhalb des ProzeSbehalters 8 werden 
die Wafer 3 durch die seitlichen Fuhrungen 18 gefuhrt. Wenn ein vorderes 
Ende des Wafers 3 durch den ProzeSbehalter 8 hindurch gefuhrt ist, wird der 
dabei entstehende Meniskus zwischen Behandlungsfluid 20 und Wafer 3 mit 
einem die "Oberfiachenspannung des Behandlungsfluids 20 reduzierenden 
Fluids beaufschlagt. wodurch der Wafer 3 bei der Entnahme aus dem Be- 
handlungsfluid 20 getrocknet wird. Das FQhrungsende des Wafers 3 wird 
durch die Transporteinheit 10 aufgenommen und vollstSndig durch den Pro- 
zeBbehaiter 8 hindurch gezogen und gegebenenfalls zu einem nachfolgenden 
Prozefibehaiter 8 transportiert. 

Obwohl die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispieis be- 
schrieben wurde. sei bemerkt, daS die Erfindung nicht auf dieses Ausfuh- 
rungsbeispiel beschrankt ist. Beispielsweise sind die Merkmale der 
Trocknungskammer 32 :bei ProzeGbehaltern 8 nicht notwendig,. denen ein 
weiterer ProzefibehSlter hachgeschaltet ist. Ferner ist die genaue Ausgestal- 
tung der Ultraschalleinrichtung nicht zwingend; da abhangig von. dem zu be- 
handelndem^Substrat beispielsweise eine einzelne Ultraschalleinrichtung zur 
Behandlung einer Substratoberflache ausreicht. Auch ist eine Diffusorplatte 
22 nicht zwingend notwendig und es konnte statt dessen oder In Kombination 
mit der Diffusorplatte ein trichterformiger Boden mit einer EinlaBoffnung vor- 
gesehen werden. Auch ist die Vakuumvorrichtung 37 nicht unbedingt notwen- 
dig, da der an den Offnungen 15, 16 anstehende Druck auch Qber andere 
Mittel, wie beispielsweise eine Kapillarvorrichtung, geregelt werden kann. Der 
dabei erforderliche Druck wird uber den beweglichen Schieber 44 geregelt. 
Die jewelligen Merkmale der Behandlungsvorrichtung 1 kdnnen in Kombihati-" 
on Oder jeweils auch einzeln. d.h. unabhangig voneinander eingesetzt wer- 
den. 



r 
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PatentansprOche 

1. Vorrichtung (1) zum Behandein von Substraten (3) mit wenigstens einem 
in einer Gasatmosphare angeordneten, ein Behandlungsfluid (20) ent- 
haltenden ProzeSbehalter (8). der wenigstens zwei unterhalb einer Be- 
handlungsfluidoberflache liegende Offnungen (15, 16) zum linearen 
Durchfuhren der Substrate (3) aufweist. gekennzeichnet durch einen 
Oberlauf fur das Behandlungsfluid (20). 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daS der Oberlauf 
hohenverstellbar 1st. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2. gekennzeichnet durch einen ge- 
schlossenen Oberlaufbehaiter (42). 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daG der ProzeGbehaiter (8) und der Oberlaufbehaiter (42) 
geschlossen sind. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch eine Einrichtung (37) zum Erzeugen eines Unterdruckes in einem 
oberhalb des Behandlungsfluids (20) gebildeten Raum (40) im ProzeB- 
behalter (8). 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daS das Behandlungsfluid (20) Qber eine im wesentlichen 
horizdntar ahgedrHneten Diffusofplatte (22) in den ProzeSbehSlter (8) 

■ einleitbar ist. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch einen unterhalb wenigstens einer Offnung (15, 16) angebrachten 
Auffangrinne (30) am Aufienumfang des ProzeUbehalters (8). 
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8. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch einen Tropfenfanger 
in der Auffangrinne. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,..gekennzelchnet 
durch wenlgstens elne Ultraschalleinrichtungr(24. 26) innerhalb des Pro- 
2eabehalters:(8). 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, daS sich die Ul- 
traschalleinrichtung (24. 26) im ProzeBbehSlter (8) Qber die gesamte 
Breite, senkrecht zur Bewegungsrichtung der Substrate (3) erstreckt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10. dadurch gekennzeichnet, daR die 
Ultraschalleinrichtung (24, 26) eine strdmungsdynannische Form auf- 
weist. 

12. Vorrichtung r*^nachreinem::der-vorhergehehden^^^^ dadurch ge- 
kennzelchhet;r^aG: dasTSubstrat?(3)Tzwischeh:w zwei zueinan- 
der weisenden UItraschalleinrichtungen"(24, 26) hindurch bewegbar ist. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche. gekennzeichnet 
durch eine eine AusgangsSffnung (16) des ProzeSbehalters (8) umge- 
bende Trocknungskammer (32) mit einer Einrichtung (34. 35) zum Ein- 
leiten eines die OberflSchenspannung des Behandlungsfluids (20) ver- 
ringernden Fluids. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. gekennzeichnet 
durch mehrere hintereinander a'nge'ofdnete ProzeSbehalter (8). 

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 Oder -14, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Prozeftbehalter (8) unterschiedliche Behandlungsfluids (20) beinhalten. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 15. gekennzeichnet durch 
eine Befeuchtungseinrichtung (4) zwischen den ProzeRbehaltern (8). 
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Zusammenfassuna 

Zum Erreichen einer gleichmaGtgen und homogenen Behandlung von Sub- 
straten In einer Vorrichtung mit wenigstens einem in einer Gasatmosphare 
angeordneten, ein Behandlungsfluid enthaltenden ProzeSbehalter, der wenig- 
stens zwei unterhaib einer Behandlungsfluidoberfiache iiegende Offnungen 
zum linearen Durchfuhren der Substrate aufweist, ist ein Oberlauf fQr das Be- 
handlungsfluid vorgesehen. 
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